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【背景】 

 本研究では薄膜太陽電池の新材料として期待され

ている BaSi2に注目している。BaSi2は Egが 1.3 eV と

太陽電池の理想値に近く、間接遷移半導体ながらも

光吸収係数が 1.5 eVのエネルギーを有する光子に対

して 3×104 cm–1 と非常に高い値を有する[1]。現在、産

業応用に向けてスパッタ法による成膜を試みており、

Si基板上のBaSi2で Vbias = 0.5 V印加時に 0.75 A/Wと

MBE法で作製した BaSi2に匹敵する分光感度を達成

した[2]。しかし、実用的な BaSi2太陽電池を作製する上

では、安価な基板への展開が必要である。そのために

は、導電膜上にBaSi2を製膜しなければならない。そこ

で本研究では、ITO膜等の導電膜上にBaSi2を製膜し、

結晶・光学特性を評価した。 

【実験】 

本研究では、n-Si基板にスパッタ法で ITOを200 nm

堆積した ITO/Si基板上に、スパッタ法で BaSi2を堆積

した。 BaSi2のスパッタはBaSi2ターゲット（東ソー（株）

製）と板状Ba原料 3つを用い、Arガス圧力が 0.5 Pa、

RF-Power が 50 W の条件下で行った。その際に成膜

温度を Ts = 500 – 600 °Cに変えた。また ITOからBaSi2

への酸素拡散を防止するため、a-Siを膜厚 0 – 40 nm

堆積した。更に各試料に in situ で a-Si キャップ層を 3 

nm 堆積した。最後に試料表面に直径 1 mm、厚さ 80 

nm の ITO 膜を堆積した。結晶性をラマン分光法（励

起波長 532 nm）、光学特性を分光感度測定で評価し

た。 

【結果】 

Fig. 1 に成膜温度を変えた際のラマンスペクトルを

示す。Ts < 575 °Cのとき、BaSi2中の Si四面体由来の

振動モードのピークが観測されたことから BaSi2 が成

長していることがわかる[3]。一方、Ts > 550 °Cでの堆積

時には 503 cm–1付近で Ba酸化物と予想されるピーク

が確認された。これは ITOから酸素が拡散し、BaSi2が

酸化したためと予想される。成膜温度の低下に伴い

酸素の拡散が抑えられ、BaSi2 の酸化が低減すること

が確認された。 

Fig. 2に下地を a-Si/ITOとした場合のラマンスペクト

ル示す。a-Si 膜を挿入することで Ba 酸化物由来のピ

ーク強度が減少し、局所的に酸素の拡散を防ぐことが

できた。しかし、分光感度は得られなかった。ITO 膜上

の成膜では、試料表面に析出物が確認されるため、

ITO由来と思われるBaSi2以外の物質も形成されてい

たと考えられる。今後は TiN などの導電膜上で BaSi2

膜の形成を行い、分光感度の取得を目指す。 
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Fig. 1 Raman spectra of BaSi2 films formed at 
various growth temperatures. 

Fig. 2 Raman spectra of BaSi2 formed on  
0 – 40 nm thick a-Si layers. 
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